1. Vario paviršiaus cheminio nikeliavimo būdas, kur vario paviršius gali būti gaminio, arba jo dalies, pagaminto/os iš vario, paviršius, arba gaminio, padengto vario sluoksniu, paviršius, apimantis gaminio panardinimą į vieną arba daugiau tirpalų,
- iš kurių bent viename iš minėtų tirpalų yra reduktorius;
- iš kurių bent vienas tirpalas yra pritaikytas cheminiam nikelio padengimui,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
- minėtas reduktorius, yra boro arba fosforo junginiai, apimantys morfolino boraną (C4H9BNO), arba dimetilamino boraną (C2H7BN), arba natrio tetrahidroboratą (NaBH4), arba natrio hipofosfitą (NaH2PO2), kur minėtas reduktorius tiesiogiai arba netiesiogiai redukuoja netirpius vario(I) ir vario(II) junginius vario paviršiuje;
- bent viename iš minėtų tirpalų yra ir ligandas arba ligandų mišinys, kuris padeda nutirpinti nepilnai suredukuotus netirpius vario junginius, surišdamas juos į tirpius kompleksinius junginius, paliekant iš esmės gryno vario paviršių, ant kurio vėliau nusodinamas nikelis.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ligandas arba ligandų mišinys sudarytas iš bet kurių vandenyje tirpių cheminių junginių, gebančių sudaryti patvarius kompleksinius junginius su vario jonais, ir yra parinktas iš grupės, apimančios aminoetano rūgštį (C2H5NO2), nitrilotriacto rūgštį (C6H9NO6), etilendiamintetraacto rūgštį (C10H16N2O8), dietilentriaminpentaacto rūgštį (C14H23N3O10) ir jų druskas; vyno rūgštį (C4H6O6); citrinų rūgštį (C₆H₈O₇) ir jų druskas; amoniaką (NH3), etilendiaminą (C2H8N2), dietilentriaminą (C4H13N3), N,N,N′,N′-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiaminą (C14H32N2O4).

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos etapus:
(i) minėtas gaminys yra panardinamas į aktyvavimo tirpalą, kuris apima minėtą reduktorių ir ligandą, kuriame esančio minėto reduktoriaus anodinės oksidacijos metu susidarę elektronai suaktyvina vario paviršių, redukuodami vario(I) ir vario(II) oksidus ir oksi-hidroksi-junginius paviršiuje iki metalinio vario, tuo pačiu metu vykstant reduktoriaus terminiam ir (arba) kataliziniam skilimui, ant paviršiaus adsorbuojasi susidaręs atominis vandenilis, kuris taip pat reaguoja kaip ant paviršiaus esančių vario(I) ir vario(II) junginių reduktorius, o tirpale taip pat esantis ligandas padeda nutirpinti nepilnai suredukuotus netirpius vario junginius, surišdamas juos į tirpius kompleksinius junginius, palikdamas iš esmės gryno vario paviršių,
(ii) gaminys su aktyvuotu vario paviršiumi panardinamas į cheminio nikeliavimo tirpalą, kuriame vyksta cheminis nikelio nusodinimas ant vario paviršiaus.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima vieną etapą, kurio metu minėtas gaminys panardinamas į cheminio nikeliavimo tirpalą, turintį reduktorių, parinktą iš minėtų cheminių junginių grupės, pasirenkant tokias minėto reduktoriaus cheminių junginių koncentracijas, kad minėtas junginys redukuotų netirpius vario(I) ir vario(II) junginius, esančius ant gaminio vario paviršiaus; bei ligandą arba ligandų mišinį – parinktą iš minėtų cheminių junginių grupės, pasirenkant tokias minėto ligando arba ligandų mišinio cheminių junginių koncentracijas, kad minėtas junginys nutirpintų nepilnai suredukuotus netirpius vario junginius, surišdamas juos į tirpius kompleksinius junginius taip, kad liktų iš esmės gryno vario paviršius, ant kurio nusodinamas nikelis.

5. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvavimo tirpalą sudaro natrio hipofosfitas (NaH2PO2), kurio koncentracija yra nuo 0,5 M iki tirpumo ribos, ir minėtas ligandas arba jų mišiniai, kurių koncentracija nuo 0,001 M iki tirpumo ribos, o apdorojimas vyksta 1-15 minučių, esant 80-96 ºC tirpalo temperatūrai.

6. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvavimo tirpalą sudaro morfolino boranas (C4H9BNO), kurio koncentracija yra nuo 0,01 M iki tirpumo ribos ir minėtas ligandas arba jų mišiniai, kurių koncentracija nuo 0,001 M iki tirpumo ribos, o apdorojimas vyksta 1-15 minučių, esant 18-50 ºC tirpalo temperatūrai. 

7. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvavimo tirpalą sudaro dimetilamino boranas (C2H7BN), kurio koncentracija yra nuo 0,01 M iki tirpumo ribos ir minėtas ligandas arba jų mišiniai, kurių koncentracija nuo 0,001 M iki tirpumo ribos, o apdorojimas vyksta 1-15 minučių, esant 18-50 ºC tirpalo temperatūrai. 

8. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvavimo tirpalą sudaro natrio tetrahidroboratas (NaBH4), kurio koncentracija yra nuo 0,01 M iki tirpumo ribos ir minėtas ligandas arba jų mišiniai, kurių koncentracija nuo 0,001 M iki tirpumo ribos, o apdorojimas vyksta 1-15 minučių, esant 18-50 ºC tirpalo temperatūrai.

9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro: nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija 0,05-0,5 M; reduktorius natrio hipofosfitas (NaH2PO2), kurio koncentracija 0,25-3 M; ligandas aminoetano rūgštis (C2H5NO2), kurios koncentracija 0,25-1 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama pasiekti tinkamam tirpalo pH.

10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto gaminio vario paviršius padengiamas nikeliu, naudojant du skirtingus nikeliavimo tirpalus, kuriose yra reduktorius natrio hipofosfitas, pirmiausia, gaminys, kurio vario paviršių reikia nikeliuoti, panardinamas į šarminį cheminio nikeliavimo tirpalą, kurio pH yra nuo 8,5 iki 10, vėliau minėtas gaminys panardinamas į rūgštinį cheminio nikeliavimo tirpalą, kurio pH yra nuo 4,0 iki 6,0.

11. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5 M; reduktorius morfolino boranas (C4H9BNO), kurio koncentracija yra 0,01-1 M; ligandas dietilentriaminas (C4H13N3), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 5,0-7,8 ribose; dengimas vyksta, esant 18-35 ºC tirpalo temperatūrai.

12. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5 M; reduktorius dimetilamino boranas (C2H7BN), kurio koncentracija yra 0,01-1 M; ligandas dietilentriaminas (C4H13N3), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 5,0-7,8 ribose; dengimas vyksta, esant 18-35 ºC tirpalo temperatūrai. 

13. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05–0,5 M; reduktorius natrio tetrahidroboratas (NaBH4), kurio koncentracija yra 0,01–0,5 M; ligandas etilendiaminas (C2H8N2), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; ligandas kalio natrio tartratas (KNaC4H4O6), kurio koncentracija yra 0,05–0,2 M; dinatrio tiosulfatas (Na2S2O3), kurio koncentracija yra 0,001–0,01 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 12,0-13,0 ribose; dengimas vyksta, esant 18-35 ºC temperatūrai.

14. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4); natrio šarmas (NaOH); ligandas aminoetano rūgštis (C2H5NO2) ir reduktorius natrio hipofosfitas (NaH2PO2), kurio koncentracija viršija 0,8 M.

15. Būdas pagal 4 ir 14 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5 M; reduktorius natrio hipofosfitas (NaH2PO2), kurio koncentracija yra 0,8-3 M; ligandas aminoetano rūgštis (C2H5NO2), kurios koncentracija yra 0,25-1 M; NaOH (natrio hidroksidas), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 4,0-6,0 ribose, dengimas vyksta, esant 80-96 ºC tirpalo temperatūrai. 

16. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5 M; reduktorius morfolino boranas (C4H9BNO), kurio koncentracija yra 0,1-1 M; ligandas dietilentriaminas (C4H13N3), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 5,0-7,8 ribose, dengimas vyksta, esant 18-35 ºC tirpalo temperatūrai.

17. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5M; reduktorius dimetilamino boranas (C2H7BN), kurio koncentracija yra 0,1-1 M; ligandas dietilentriaminas (C4H13N3), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 5,0-7,8 ribose, dengimas vyksta, esant 18-35 ºC tirpalo temperatūrai.

18. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminio nikeliavimo tirpalą sudaro nikelio sulfatas (NiSO4), kurio koncentracija yra 0,05-0,5 M; reduktorius natrio tetrahidroboratas (NaBH4), kurio koncentracija yra 0,02-0,5 M; ligandas etilendiaminas (C2H8N2), kurio koncentracija yra 0,001-0,5 M; ligandas kalio natrio tartratas (KNaC4H4O6), kurio koncentracija yra 0,05–0,2 M; dinatrio tiosulfatas (Na2S2O3), kurio koncentracija yra 0,001-0,01 M; natrio hidroksidas (NaOH), kurio koncentracija yra pakankama sureguliuoti tirpalo pH 12,0-13,0 ribose, dengimas vyksta, esant 18-35 ºC temperatūrai.

19. Būdas pagal bet kurį iš 1-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpalų koncentraciją ir (arba) proceso trukmę nustato eksperimentiškai arba kompiuteriu valdomu arba pusiau automatiniu būdu, kurio metu realiu laiku nuskaitoma informacija apie ant gaminio paviršiaus dengiamo nikelio sluoksnio kokybę ir reagentų tirpaluose koncentraciją, bei realiu laiku apskaičiuojama procesui vykdyti reikalinga tirpalų koncentracija ir (arba) cheminio proceso trukmė.
